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Как показали исследования [1], sp1–углерод в виде тонких пленок обладает способностью внедрять в свою структуру кластеры различных металлов. Данная особенность может быть объяснена внутренней структурой материала, представляющего собой полимерные цепочки углерода, связанные между собой вандервальсовыми силами, с расстоянием между ними порядка 5 Å. Это позволяет атомам металлов проникать между цепочками атомов углерода. На основе пленочного линейно-цепочечного углерода нашей группой была получена серия наноструктурированных пленочных материалов, представляющих собой кластеры серебра, внедренные в матрицу sp1–углерода.

В продолжение данной работы нами были изучены методы синтеза и свойства наноструктурированного пленочного материала состава Te – sp1-углерод. Материал был получен методом термического внедрения кластеров теллура в пленочный sp1-углерод. Термическая обработка проводилась при 450 °С. Пленки sp1-углерода получались методом ионно - стимулированного импульсно-дугового осаждения углерода [2]. В результате был получен материал состава 18 % Te, 44% C, 38 % O. 

В ходе внедрения теллура в sp1-углерод материал становится прозрачным (рис. 1).
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Рисунок 1. Материал Te – sp1-углерод. А) до термообработки, Б) после термообработки.

При изучении оптических свойств материала обнаружена полоса поглощения в области ультрафиолета (рис.2). Пик поглощения обусловлен, предположительно, плазмонным резонансом на кластерах показанных на рис 3. 
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Рисунок 2. Спектр пропуская материала Te – sp1-углерод на стеклянной подложки (красная линия) и спектр пропуская стеклянной подложки (зеленая линия).
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Рисунок 3 – Топология поверхности материала Te – sp1-углерод.

Поверхность материала исследовалась методом контактной атомно-силовой микроскопией (рис.3). В указанных точках снята ВАХ (рис.4).
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Рисунок 4 – Туннельные ВАХ в точке 1(а) и в точке 2(б).

Для записи туннельных ВАХ стеклянная пластинка металлизировалась никелем, после чего в вакууме напылялся слой теллура толщиной 500Å и уже на поверхность теллура наносилась пленка ЛЦУ толщиной 3000Å. Такой избыток углерода по сравнению с теллуром приводит при отжиге к формированию отдельных кристаллов.

Туннельная характеристика в точке 1 принадлежит металлу, в данном случае никелю, а ВАХ в точке 2 соответствует полупроводнику Р – типа.
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